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[背景と目的] 我々はこれまでに膜厚 100nm の窒化シリコン(SiNx)薄膜を成膜した Si(100)基板上に

低エネルギー(500eV)で Ga+照射を行うことで、SiNx薄膜表面の Ga+ 照射部分に Ga-N 結合が形成

されることを確認した。また、この基板に対してMOCVD 法で GaN を成長させると、Ga+照射部

分に GaN が選択的に成長することを報告した[1]。このとき成長した GaN は単結晶ではなく多結

晶であったため、本研究ではより薄い SiNx薄膜と、異なるエネルギーでのイオン照射の組合せで、

SiNx薄膜上に単結晶 GaNを選択的に局所成長させることを試みた。 

[実験と結果] h-GaN の原子間隔と対称性が近い Si(111)上に膜厚 10nm の SiNx薄膜を製膜した基板

を使用した。この表面に照射量の異なる 500eV、2keV、5keVの Ga+照射を組合せて行い、膜内深

さ方向に均一に Ga を分布させることで、膜内に形成した GaN の固相エピタキシャル成長を期待

した。SIMS結果(Fig.1)より、500eV、2keV、5keVの照射を組合せることで Gaは膜内深さ方向に

SiNx/Si 界面である 10nm に至るまでほぼ均一に分布していることが確認された。また、この基板

への GaN 成長の結果(Fig.2)から、表面付近にだけ Gaを分布させる 500eV 単独の照射(領域 1-3)よ

りも、2keV や 5keV の照射を加える(領域 4、5)ことで GaN が密に形成されていることが確認され

た。この結果は、GaN成長の際、SiNx薄膜に対する異なるエネルギー照射による多重イオン照射

の効果を示唆している。 

[謝辞] 本研究は(独)科学技術振興機構平成 24年度 A-STEP の助成を受けています。 

[1] 石泉 和也，柳沢 淳一，酒井 朗：第 56回応用物理学関連連合講演会予稿集，p.747 (2009). 

 

      

Fig.2 Photograph of a partly Ga+-implanted 

SiNx wafer surface after GaN growth by 

MOCVD. 

Fig.1 Depth profile of the Ga density in each region of 

the Ga+-implanted SiNx film. 
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1：500eV(1.0×1015cm-2) 

2：500eV(2.0×1015cm-2) 

3：500eV(3.0×1015cm-2) 

4：500eV(3.0×1015cm-2)+5keV(1.2×1016cm-2) 

5：500eV(3.0×1015cm-2)+2keV(9.0×1015cm-2)+5keV(1.2×1016cm-2) 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

  3 
 

5 

 

 
unimplanted 

 

1mm 

1mm 

第 74 回応用物理学会秋季学術講演会　講演予稿集（2013 秋　同志社大学）

Ⓒ 2013 年　応用物理学会

19a-A12-3

07-066


